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INDOKLAS
Pécz Béla MTA levelezo tagsagra torténo felterjesztéséhez

Pécz Béla tudomanyos munkéassaga a l11-V félvezetdk (GaAs, InP, ...) kontaktusai terén
kezdddott, majd a 90-es évek kozepén a széles tiltottsavi félvezetd rétegek ndvekedésével és

crer

félvezetdkkel valdo kombinalasara fokuszal.

1) Egyik els6é munkéjaban a kobds SiC Si hordozon vald kialakulasanak kezdeti Iépéseit
irta le. Megallapitasai kiilonds jelentéséget nyertek a késébbi, BME altal kezdeményezett
kutatasokban, amiben a Si tetején epitaxialis SiC krisztallitokat sikertilt kialakitani CO gazban
vald hokezeléssel. Megmutatta, hogy a hexagonalis (6H) SiC homoepitaxids novesztésében
biztosithatd, hogy csak egyetlen fazis nuklealodjon. Eredményeit latva svéd partnerei 6t kérték
fel a mikrogravitdcioban (rakétan) novesztett SiC vizsgalatara. SiC-hoz sikerdilt
hémérsékletben stabil és epitaxids TiN ohmos kontaktust készitenie. Elemezte a széles kdrben
alkalmazott Ni kontaktusok tulajdonsagait is, azonositotta a benniik keletkez6 Ni2Si fazist és
javaslatot tett ugyanazon szerkezetii, de nem reaktiv kontaktusok készitésére, melyeket késébb
meg is valositott. Ramutatott, hogy a p tipusi SiC-hoz alkalmazott Al/Ti kontaktusokban
kialakul6 ternér fazis atszarhatja a SiC-ban a p/n atmenetet €és ezzel rovidzarat okozhat. A
Rossendorfi Large Scale facility igénybevételével el6szor gyémantban sikertilt Iétrehoznia SiC-
ot, majd SiC kristalyt szénnel implantalva szabalyozottan tudott 1étrehozni abban epitaxids
gyémant szemcséket, vagy texturalt grafit réteget.

2) Barna Arpaddal egyiitt el3szér a Handbook of Microscopy a TEM mintapreparacios
fejezetét irta meg, majd az Ultramicroscopy-ba irtak, felkérésre, 6sszefoglald cikket a témarol,
utdbbira 100 fliggetlen hivatkozast kaptak.

3) Eredményesen kapcsolodott be a 90-es évek masodik felében még mindig
gyerekcipdben jaré GaN, kék LED, kék 1ézer kutatdsokba. Ekkor még a nitrid rétegeket zafir
hordozora novesztették. A 2014-ben Fizikai Nobel Dijjal kitiintetett japan kutatok modszerét,
a kétlépcsds novesztést, ill. annak elsd, alacsony homérsékleten levéalasztott puffer rétegét
optimalizalta zafir hordozora. Megéllapitotta, hogy ha a zafirt magas hdmérsékleten ammonia
aramban tartjak (0. 1épés) az AIN puffer réteg levalasztasa eldtt, akkor az mar tulajdonképpen
AlN-re nd, ami a zafir és az ammonia reakciojaban keletkezik.

4) Egy EU projekt (EURONIM, 2001-2004) résztvevdjeként (magyar PI) jelentdsen
hozzajarult az eurdpai kék lézer dioda (OSRAM) élettartamanak noveléséhez, amely a
diszlokacio strliséggel forditottan aranyos. Ebben az idészakban ipari partnereinél sajat
novesztési kisérleteket kezdeményezett, melyek eredményei bekeriiltek az itthoni PhD hallgatoi
dolgozataiba.

5) A nagyteljesitményi GaN tranzisztorok miikodés kozbeni melegedésének
elkeriilésére tobb megoldas kidolgozasaban vett részt. A kész eszkoz tetejére CVD-vel



levalasztott gyémant olyan ,,hot topic”’-nak szamit, hogy brit és német csapattal sikeriilt USA
tamogatast (DARPA, 2013-14) is szerezniiik. Az egykristaly gyémant hordozok egyre
elérhetdbb kozelségbe keriilnek és ezekre nemcsak egykristaly GaN réteget sikeriilt noveszteni,
hanem az abban kristalytani hibaként megjelend nagyszdmu inverzids domén (ID) keletkezését
egy u.n. nitridalasi 1épéssel sikeriilt elkeriilni. Felismerte a grafén felhasznalhatosagat is, mivel
hdvezetSképessége még az egykristaly gyémanténal is joval nagyobb. Ugynevezett patterned
grafén/SiC hordozora novesztett GaN-det, melynek feliilete sik, a diszlokaciok siiriisége
viszonylag alacsony. A 2 um széles grafén csikokban tipikusan 3 grafén réteg (few layer
graphene FLG) van egymason, és a hévezetés jelentésen javul.

6) Egy FLAG-ERA projektben sikeresen novesztettek és elemeztek 2D GaN, AIN és
InN rétegeket az epitaxialis grafén és SiC kozti térben. E munkéban igazolta a GaN 2D/3D
valtasban a polaritds (nitrogén és gallium poléros feliilet) valtasat. A munka soran a 2D InN
létrehozasara €s elemzésére koncentralt, mert ettél varta a leglényegesebb uj fizikai
paramétereket. Ezt bilayer InN forméjaban sikeriilt [étrehozni, melyrdl igazolta, hogy tiszta InN
(nincsen benne oxigén) €s a tiltott savszélessége 2 eV, azaz Iényegesen eltér a tombi 0,7 eV-
tol. Jelenleg GaN-re novesztett 2D MoS2 rétegeken dolgozik. 2020-ban elsdé szerzds cikket
publikalt ezekrdl az eredményekrél az Advanced materials-ban (IF = 30,849)

7 OTKA palyazatot nyert, kiemelkedden sikeres az EU pélyazatokban (2 PHARE és 7
EU FP6, FP7), egy DARPA palyazat nyertese (2000 - 2015 iddszakban 1,5 millié eurét és
47500 USD-t meghalado intézeti bevétel). Ujabban két FLAG-ERA palyazatot nyert. A
nemzetkozi elismertségét mutatja, hogy szakteriiletének szamos rangos konferencidjat hozta
Magyarorszagra, elésegitve ezzel a hazai részvételt (pl. JVC-12/EVC-10, 2008. szeptember 22-
26, Balatonalmadi; 12th Multinational Congress on Microscopy, 2015 augusztus 23-28, Eger,
500 résztvevo), 2020-ban ICTF-JVC online konferencia 250 résztvevd). 2014-ben a European
Materials Research Society (E-MRS) az Executive Committee tagjava valasztotta, hat évig volt
a Magyar Mikroszkopos Tarsasag elndke, egy 1) folyodirat (Resolution and Discovery,
Akadémia Kiad6) fészerkesztdje, Ujabban a Nanomaterials (IF=4,32 Editorial Board tagja).
Kétszer valasztottak MTA kozgytlési képviselonek. Egy ciklusban OTKA zsiiri tag, majd az
OTKA Matematikai és Természettudoméanyi Kollégium tagja volt. Evek 6ta az OTKA
képviseldje a Materials ERA-NET Steering Board-ban. Az ELFT Kondenzaltanyag-fizikai
Szakosztalyanak elnoke, a Vakuumfizikai, - technologiai és Alkalmazasai Szakcsoport volt
elnoke, most titkara.

2004 és 2016 kozott az MFA igazgatohelyetteseként €s 2016-t0l igazgatdoként vezette az MFA-
t. Ezzel parhuzamosan az intézetben foly6 elsésorban az anyagszerkezeti és az atomi felbontasu
elektronmikroszkopiara, elektrondiffrakciora és elektronsugar gerjesztéses modszerekre
alapozo kutatasokat. Sikeres palyazati tevékenysége nyoman elnyerte a forrasokat, beszerezte
¢s sikeresen belizemelte az els6 hazai, valodi atomi felbontasu TEM vizsgalatok lehetdségének
megteremtd gdmbi hiba korrigalt TEM/STEM-et és egy a célzott TEM mintapreparacioban
elengedhetetlen modern cross-beam FIB-et. Mindezzel az orszag legteljesebben kiépitett
elektronmikroszkdpos laborjat hozta 1étre és tehetséges fiatalok bevonasaval biztositotta a
korabban Pocza-Barna nevekkel fémjelzett szakmai iskola folytatasat. Vezetésével szamos
fiatal palydja indult az atomi felbontasu TEM kutatasok terén, koziiliikk tobben is nemzetkozi
porondon is sikeresen megalltdk a helyiiket. Nem kivan szakteriilete rabja lenni, hanem a
legteljesebb anyagtudomanyi kutatasi kapacitas kiépitése érdekében most éppen fotoelektron
spektroszkopidra épiild feliiletfizikai berendezést szerez be.



343 publikacidjara tobb mint 3500 hivatkozast kapott, H indexe 32. Munkéssaganak
nemzetkozi elismerését mutatja, hogy az utdbbi hdrom évben évente 200 hivatkozast kap.
Hazai elismerései koziil megemlitjiik: Bolyai Erem, 2007; Akadémiai Dij, 2011; OTKA Ipolyi
Arnold Dij, 2013. Emlitést érdemel, hogy széleskorti nemzetkodzi kapcsolatai ellenére, Pécz
Béla kiemelkedd eredményeit Magyarorszagon dolgozva érte el és sikerrel vonta be a
nemzetkozi kutatasi projektekbe az altala vezetett osztaly kutatoit, kiillonds tekintettel a fiatal
kutatokra.
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